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(54) Title: METHOD FOR PRODUCING GAN OR ALGAN CRYSTALS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON GAN- ODER ALGAN-KRISTALLEN

(57) Abstract: The invention relates to a method and a de-
vice for producing gallium nitride or gallium aluminium ni-
tride monocrystals. The invention is characterised in that
gallium or gallium and aluminium are evaporated at a tem-
perature above that of the growing crystal, but at least at
1000 °C and that a gaseous stream consisting of nitrogen
gas, hydrogen gas, inert gas or a combination of said gases
is conducted over the surface of the molten metal, in such
a way that said stream over the molten metal surface pre-
vents the nitrogen precursor from coming into contact with
the molten metal.

(57) Zusammenfassung: Die FErfindung betrifft ein
Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung von
Galliumnitrid oder Galliumaluminiumnitrid-Einkristallen.
Wesentlich fiir die erfindungsgemaisse Verfahrensfithrung
ist, dass das Verdampfen von Gallium oder von Gallium
und Aluminium bei einer Temperatur oberhalb der
Temperatur des wachsenden Kristalls, mindestens aber
bei 1000 °C durchgefiihrt wird, und dass ein Gasstrom
aus Stickstoffgas, Wasserstoffgas, Inertgas oder einer
Kombination dieser Gase iiber die Metallschmelzeno-
berfldche geleitet wird, derart, dass der Gasstrom tiber
die Metallschmelzenoberfliche einen Kontakt des
Stickstoffprecursors mit der Metallschmelze verhindert.



gas, hydrogen gas, inert gas or a conbination of said gases is conducted
over the surface of the nolten netal, in such a way that said strean1over
the nolten netal surface prevents t he nitrogen precursor fromcomng i

to
contact with the molVa@ 2006/040359 Al ||II|II|||I|I|||I|I||I||I||II|||II||II|||||||||II|||I|I||II|II|||I|I|||I|I||I|I|I|||II|||I||II|

M, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,  Veroffentlicht:

TJ, TM), europdisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ,DE, DK, — mit internationalem Recherchenbericht

EE, ES, FL, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, — vor Ablauf der fiir Anderungen der Anspriiche geltenden
NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, Frist; Verdffentlichung wird wiederholt, falls Anderungen
CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). eintreffen

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-

kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co-
Erklidrung gemiB Regel 4.17: des and Abbreviations") am Anfang jeder reguliiren Ausgabe der
—  Erfindererklirung (Regel 4.17 Ziffer iv) PCT-Gazette verwiesen.



